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PN-Silizium-Planar-Unijunktion-Transistoren 2N4891 bis 2N4894

Planar-Unijunktion-Silect*-Transistoren speziell fir militdrische und industrielle
Anwendung

2N4891 fir allgemeine UJT-Anwendung (Ersatz fiir TIS43)

2N4892 fiir Hochfrequenz-Oszillatoren

2N4893 fir Thyristor (SCR)-Ansteuerung

2N4894 fir Langzeitschalter

Der Planar-ProzeB garantiert extrem kleinen Reststrom, gute Eigenschaften bei

kleinen Treiberstrdmen und groBe Zuverlassigkeit
Einsteckkonstruktion mit TO-18-AnschluBfolge

Me chanische Daten
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1 — Basis 2, 2 — Emitter, 3 — Basis 1

Diese Transistoren sind in ein spezielles Plastik-Gehéuse eingekapselt, Das Gehiduse widersteht Lot
temperaturen ohne Deformation. Die Elemente haben unter hohen Feuchtigkeitsbedingungen aus-
gezeichnet stabile Kennwerte und erflllen die MIL-STD-202C-Anforderungen nach Methode 106E,

Absolute Grenzwerte

Emitter-Basis-2-Sparrspannung —30V
Interbasis-Spannung (Bem. 1)

Emitterdauerstrom 50 mA
Emitter-Spitzenstrom (Bem. 2) 1A
Verlustleistung bei (oder unter) 25 °C Ty (Bem. 3) 300 mW
Lagerungstemperatur —55°C bis +150°C
Temperatur der AnschluBdrahte 1,6 mm vom Gehéuse fir 10 s 260 °C

* Schutzmarke von Texas Instruments.
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Elektrische Kennwerte® bei Ty = 25 °C (wenn nicht anders angegeben)

Parameter Prifbedingungen 2N4831 ZN4892 2N4893  ZN4894 Ein-
min max min max min max min max heit
rBR Statischer Interbasis- Uptemp1 =3V, Ig=0 4 91 4 91 4 12 4 12 k@
Widerstand
orBn Interbasis-Widerstands- Upg—m=23V. Ig=0, 01 09 01 09 01 0% 01 08 %/
Temperaturkoeffizient Ty = =556 °C bis +100 *C *C
(Bem. 4)
L Wirkliches Upg—p1 =10V (s Bild 1) 0,55 0,82 0,51 062 0,55 0,82 0,74 0,86
EIN-AUS-Verhaltnis
Inggmoay Modulierter Interbasis-Strom Upz—my = 10V, lg = 50 mA 10 10 10 10 M,
(Bem, 5)
lzp2n Emitter-Reststrom Ugpg = =30V, lmp=0 —10 —10 —10 —10 nA
e Emitter-Spitzenstrom Upg—m1=25V 5 2 2 1 wA
Ugnifzaty Emitter-Basis 1- Ugs—p1 =10V, |lg =50 mA 4 4 4 4 v
Sattigungsspannung (Bem. 5)
I Talpunkt-Emitterstrom Upgs—p1 =20V 2 4 2 2 7Y
Ugmi Basis 1-Spitzenspannung (s.Bild2 3 3 4] 3 W
Bemerkungen:
1. Interbasisspannung wird durch die Verlustleistung begrenzt
Upz—m1 = Vrnn‘ P
2. Dieser Wert gilt fur eine Kapazitdtsentladung Uber die Emitter-Basis 1-Diode. Der Strom mull auf

0,37 A innerhalb von 3 ms abfallen und das Tastverhaltnis darf nicht groBer als 102 sain.
3. Lineare Reduzierung auf 125 °C Ty mit 3 mW/°C,
4, Der Temperaturkoeffizient g wird mit folgender Formel bestimmt:
(rem bei 100 °C) — (rgs bei —55°C) | 1008
(rpp bei 25 °C) l 185°C
Um rag fir eine bestimmte Temperatur Tugy zu erhalten, verwendet man die Gleichung:
reB(2) = [res bei 25 °C] [1 + (arnB/100) (Tuiz) —25°C))
5. Impulsmessung: tp = 300 ws, Tastverhéltnis < 2.

XrRB =

* JEDEC registriert
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Parameter-MeBinformationen

7 — Wirkliches EIN-AUS-Verhiiltnis. Dieser Parameter Ist eine Funktion der Spltzenspannung Up und durch
folgende Gleichung gegeben: Up = 7). Unzm + Ur, worin Up etwa 0,56 V bel 25°C ist und sich mit der Tempe-
ratur etwa 3 mV/°C &ndert.

Dile Schaltung zum Messen von 1) wird in Bild 1 gezeigt. In dieser Schaltung bildet Ry, C1 und UJT einen Oszillator,
und der verbleibende Rest der Schaltung bildet einen Spannungsspitzen-Detektor mit der Diode Dy, welche auto-
matisch die Spannung Uy abzleht. Bel Verwendung dieser Schallung mul zuerst T geschlossen werden, mit R3
wird so eingestellt, daB M; Vollausschlag erreicht. Nun wird T ge&finet, und v kann direkt abgelesen werden.
7 = 1 wiirde Veollausschlag von 100 pA bedeuten.

D17 1N457 oder dhnlich mit felgenden Kennwerten:
Ur = 0,565 V bel lp = 50 pA
Ig = 2 pA bel Ug 20 V
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Blld 2 — Testschaltung flir Ugn:

Basis 1-Spannung als Funktion des Emitterstromes
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Bild 3 — Statischer Emitter-Kurvenverlauf
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Typische Kennlinien
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Typische Kennlinien
2N4894
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Typische Kennlinien

2N4892
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. " Thyristor-Typenibersicht
Uy E
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# o THERAEE, IMISET.HO, o
Cy 0a FHISLS4, THCAE-&7
y 2 Bild 13 — Arbeitskennwerte (2N4393)
Bemerkung:

6. Diese Kurvenschar zeigt typisch die kleinste Basis 2-Versorgungsspannung, die zum Zinden des
Thyristors bendtigt wird.

Datasheet Rev. 1.3 — 03/19 — data without warranty / liability



